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皿族不純物 (In,Ga)を含むPbL xSnxTe(0･21≦x≦0･35)は組成xによって金属的

(n型 ),絶縁体的 (n,p型 ),金属的伝導 (p型 )と逐次にその性質を変える｡ このうち

金属状態のものにおいて強磁場下でのキャリア数の振動を,絶縁状態のものにおいてくく永久光

伝導"を観測した｡これらの非平衡現象は,皿族不純物中心の強い電子格子相互作用と深いか

かわりがあると考えられる｡遠赤外吸収における皿族不純物の局在モードの観測結果などと合

わせて,この現象のミクロな機構について考察する｡
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